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【手続補正書】
【提出日】平成21年3月24日(2009.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　元素がイオン注入されたＳｉ基板と、
　該Ｓｉ基板上に設けられたＧａＮ、ＡｌＮおよびＩｎＮの少なくとも１つを含む半導体
層と、
　該半導体層上に設けられた電極と、を具備し、
　前記元素は、Ｏ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｓｉ、ＡｒおよびＢｅの少なくとも１つであることを特
徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体層は、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＡｌＮ、ＡｌＩｎＮ、ＡｌＩｎＧａＮ、ＩｎＧ
ａＮおよびＩｎＮの少なくとも１つからなることを特徴とする請求項１記載の半導体装置
。
【請求項３】
　前記半導体装置は横型ＦＥＴまたはレーザであることを特徴とする請求項１記載の半導
体装置。
【請求項４】
　Ｓｉ基板に元素をイオン注入する工程と、
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　前記Ｓｉ基板上にＭＯＣＶＤ法を用いＧａＮ、ＡｌＮおよびＩｎＮの少なくとも１つを
含む半導体層を成長する工程と、
　該半導体層上に電極を形成する工程と、を有し、
　前記元素は、Ｏ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｓｉ、ＡｒおよびＢｅの少なくとも１つであることを特
徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記半導体層を成長する工程の前に、前記Ｓｉ基板を熱処理する工程を有することを特
徴とする請求項４記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記熱処理を行う工程と前記半導体層を成長する工程とは、ＭＯＣＶＤ装置内で連続し
て行われることを特徴とする請求項５記載の半導体装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置およびその製造方法
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は半導体装置およびその製造方法に関し、特に、Ｓｉ基板上に半導体層を設けた
半導体装置およびその製造方法に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、基板のＧａＮ系半導体層との界面付近
に形成されたＰ型拡散領域を介し流れる電流を抑制することが可能な半導体装置およびそ
の製造方法を提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、元素がイオン注入されたＳｉ基板と、該Ｓｉ基板上に設けられたＧａＮ、Ａ
ｌＮおよびＩｎＮの少なくとも１つを含む半導体層と、該半導体層上に設けられた電極と
、を具備し、前記元素は、Ｏ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｓｉ、ＡｒおよびＢｅの少なくとも１つであ
ることを特徴とする半導体装置である。本発明によれば、Ｓｉ基板の半導体層との界面付
近に形成されたＰ型拡散領域を介し流れる電流を抑制することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明は、Ｓｉ基板に元素をイオン注入する工程と、前記Ｓｉ基板上にＭＯＣＶＤ法を
用いＧａＮ、ＡｌＮおよびＩｎＮの少なくとも１つを含む半導体層を成長する工程と、該
半導体層上に電極を形成する工程と、を有し、前記元素は、Ｏ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｓｉ、Ａｒ
およびＢｅの少なくとも１つである半導体装置の製造方法である。本発明によれば、Ｓｉ
基板の半導体層との界面付近に形成されたＰ型拡散領域を介し流れる電流を抑制すること
ができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
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【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　本発明によれば、基板のＧａＮ系半導体層との界面付近に形成されたＰ型拡散領域を介
し流れる電流を抑制することが可能な半導体装置およびその製造方法を提供することがで
きる。
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